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Leistungsschalttransistoren SU 189, SU 190, SU 186 bis
SU 188, SU 377 bis SU 380 und SU 1M

Ing. LUTZ EHRHARDT

Mitteilung aus dem VEB Mikroelektronik .inrl Liebknecht* Stahnsdorf

In einer neuen Generation von Si-npn-
Leistungsschalttransistoren  bilden - die
Transistoren der Typenreihe SU 186 bis
SU 190 den Grundstein. Sie sind gekenn-
zeichnet durch eine Mehrfach-Epitaxie-
Struktur mit sehr kurzen Schaltzeiten, gro-
Ber Robustheit, niedrigen UcEga.-Werten
und hervorragender Festigkeit gegeniiber
dem zweiten Durchbruch. Mit einem
neuen Passivierungsverfahren wird eine
ausgezeichnete HeiBsperrstabilitét bei
extrem niedrigen Reststrémen erreicht.
Zundaclst werden die Typen SU 189 und
SU 190 vorgestellt. Weiter folgen die
Transistoren SU 186 bis SU 188, die Ty-
penreihe SU 377 bis SU 380 im Plastge-
hduse TO-220 mit einem Sattigungsstrom
von lcsat = 2,5 A sowie der vorzugsweise
fir elektronische Batterieziindanlagen
entwickelte Darlingtontransistor SU 111,
Alle diese Bauelemente kénnen zuverlds-
sig in leistungsfdhigen Schaltungen,
wenn niedrige Schaltverluste und grofe
Robustheit gefordert werden, eingesetzt
werden. .
Die nachstehend genannten wichtigsten
Daten aus den Erzeugnisstandards und
den sie ergdnzenden Informationsblat-
tern, wie auch alle nichtgenannten, wur-
den auf der Grundlage des Standards
TGL 24247 (Transistoren, Allgemeine
Technische Bedingungen) festgelegt.
Eine sichere und 8konomische Projektie-
rung von Halbleiterschaltungen setzt eine
hinreichend genaue Kenntnis der verwen-
deten  Halbleiterbauelemente  voraus.
Hierzu sind weiter folgende technische
Unterlagen erforderlich:

—~ TGL 32 377/01 Bauelemente der

bis 02: Elektronik
- TGL 42 777: Erzeugnisstandard
SU 189, SU 190

— TGL 42076: Erzeugnisstandard

SU 186 bis SU 188
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Bild 2: Hichstzullissiger Arbeitsbereich.
Rechts: | — Gleichstrom; Il = rechteckidrmige
periodische bzw. Einzelimpulse (z < 0,01)
Links: 1l = Periodisches Einschalten t < 0,25 us,
Rpr S W ; IV — Periodisches Ausschalten {Ugg
<0l 5 tS2ms
1 10—
. &%-‘ ; Tatel 2: Ker der Lelstungsschalttransistoren
T 50 Nkl S SU 189 und SU 190 (8, = 25°C — 5 K)
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=0 50 too 150 200 Kollektor-Emitter-Reststrom
Ve in *C —= i
lcer in mA
Bild 3: Py, baw. ls, = fldc) bei Rgeg < 10 Q
Ucg =1000V < 1.0
Tafel 1: Gr rte der Leistungsschalttransist Uee = a.'tov <10
SU 189 und SU 190 (giiitig fiir den Betriebstempe.  Kollektor-Emitter-Durch-
raturbereich) . bruchspannung
Uer)ceo in V bei
SU190 SU 189 le=02A = 450 2 400
Emitter-Basis-Durchbruch-
Kollektor-Basis-Spannung spannung Uprieso in V bei
Uecpn in V 1000 850 lg = 10 mA 10
Kellektor-Emitter-Spannung Kollektor-Emitter-S&ttigungs-
Ucro in V 450 400 spannung Ucgsat in V
Kollektorstrom I in A 15 ke =80A;: g =16A <1,5
Kollektorspitzenstrom le=1A;lp=20A S8
lem in A 30 Basis-Emitter-Séttigungs-
Basisstrom ly in A 40 spannung Upgaa: in V
o ) le=80A;lzg=16A <16
Bosisspitzenstrom lgy in A 20 le=10A; I =20A <16
Negativer Basisstrom —lp Abfallzeit des Kollsktor-
in A 0.1
stromes t; in us
Negativer Basisspitzenstrom le=80A lg=—Ilzg=16A <08
~—lpw in A 10 le=1A; lg=—lg =20A =08
Gesamtverlustleistung Speicherzeit des Kollektor-
Pior in W stromes t, in us
bei 4.5 25°C 175 le=80A; lzg=—lzg=16A <30
Sperrschichttemperatur le =10 A; lg = —lp = 2,0 A < 3.0
#; in °C 200 Innerer Wérmewiderstand
Betriebstemperatur &, in *C 125 Rense in KW N =10
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Bild 62 Upge,e = f(lg), typischer Veriauf

Bild 2 den hdéchstzuldssigen Arbeitsbe-
reich. Uber die elektrischen und thermi-
schen Eigenschaften geben die Tafeln 1
und 2 AufschiuB. In Tafel 3 sind die L&t-
eigenschaften, die mechanische Festig-
keit und die klimatische Bestindigkeit
der Leistungsschalttransistoren zusam-
mengefaBit. Sie gilt gleichzeitig fir die
Typen S5U 186 bis SU.188, SU 377 bis
SU 380 und SU 111.
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Eine Torsionsbeanspruchung der Anschilsse ist
nicht zuldssig. Sie dirfen jedoch dreimal um 20°%)
gebogen werden. Dabei ist dos Gehduse vor
Biege- und Zugbeanspruchung zu schiitzenl

1) SU 377 bis SU 380: 5N
3 SU M1 —40...55*C
%) SU 377 bis SU 380 nur einmal
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- TGL 42778 Erzeugnisstq ndard Tafel 3: Liteigenschatten, mechanische Festigkeit
SU 377 bis SU 380 trandistonn $U 189, SU 0, 50 we bis S0 180
. ansistoren N ’ s s
- TGL 42779: gﬁ?ﬁnlsswndard SU 377 bis SU 380 und SU 111
Diese werden erganzt durch: Allgemeine  |spedingungen TGL 32 377/02
Anwendungshinweise, Einbau- und Lo&t- Latbarkeit der
vorschriften fiir Halbleiterbauelemente  ancchiisse ) TGL 200-0053/04
:'ES hv'Eg hMldeOfflekernlk .Karl Lieb- Schwingungsfestigkeit Fc 10/500-0,75/100-30/3
necht” Stohnsdort. StoBfestigkeit Eb 6-150/12000/3
Leistungsschalttransistoren SU 189 und konstante
S5U 190 Beschleunigung 490 ms?
- N . Zugfestigkeit
Das TO-3-Metallgehduse der Si-npn-Lei- glastighs ,
stungsschalttransistoren  SU 189  und der A":d”““ 2N
SU 190 ist -galvanisch verzinnt (TGL :c;"h';l.rr Temperatur- 25...55 °C)
11811) und besitzt eine Masse von feuchte W i
"&£ 22g. Bild 1 zeigt die Mafie und die euchte Warme, .
AnschluBbelegung  der  Transistoren, TGL 9208/01, Co 2 Toge Prospektmﬂterlﬂl
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Leistungsschalttransistoren SU 189, SU 190, SU 186 bis SU 188,
SU 377 bis SU 380 und SU 11

Ing. LUTZ EHRHARDT

Mitteilung aus dem VEB Mikroelektronik
wXarl Liebknecht” Stahnsdorf

Leistungsschalttransistoren SU 186
bis SU 188

Das galvanisch verzinnte TO-3-Metallge-
héuse der Si-npn-Leistungsschalttransi-
storen SU 186 bis SU 188 besitzt eine
Masse < 22 g Bild 13 zeigt die Abmes-
sungen und die AnschluBbelegung der
Transistoren, Bild 14 den héchstzuldssi-
gen Arbeitsbereich. Uber die elektri-
schen und thermischen Eigenschaften ge-
ben die Tafeln 4 und 5 Auskunft.

Leistungsschalttransistoren SU 377
bis S5U 380

Das Plastgehduse mit metallischem Mon-
tageflansch der Bauform TO-220 der Si-
npn-Leistungsschalttransistoren SU 377
bis SU 380 besitzt eine Masse < 2,5¢g.
Bild 25 zeigt die MaBe und die AnschluB-
belegung der Transistoren, die Bilder 26
und 27 zeigen den hoéchstzuldssigen Ar-
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Bild 14: HBchstzuldssiger Arbeitsbereich
Rechts: | -~ Gleichstrom; Il -

Fgr

beitsbereich. Die elektrischen und ther-
mischen Eigenschaften sind in den Ta-
feln 6 und 7 enthalten.

Darlingtonleistungstransistor SU 111

Das galvanisch verzinnte TO-3-Metallge-
héuse des Si-npn-Darlingtonleistungs-
transistors SU 111 besitzt eine Masse
< 15 g. Bild 38 zeigt die Abmessungen
und die AnschluBbelegung des Transi-
stors, Bild 39 den héchstzuldssigen Ar-
beitsbereich und Bild 40 die Innenschal-
tung. Uber die elektrischen und thermi-
schen Eigenschaften geben die Tafeln 8
und 9 Auskunft,

Basisansteuerung und Schutz
von Leistungsschalttransistoren mit inte-
grierten Ansteuerschaltkreisen

Fiir den Teil der im VEB Kombinat Mikro-
elektronik produzierten Transistortypen,
der vorrangig in der industriellen Elek-
tronik zum Einsatz kam, wurde die Basis-
ansteuerung bisher mit diskreten Treiber-
stufen oder seltener unter Verwendung
von geeigneten analogen Schaltkreisen
der Konsumgiiterelektronik realisiert.
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Teil 2 und SchiuB

Um mit modernen Leistungsschalttransi-
storen kurze Schaltzeiten und die ange-
strebten hohen Schaltfrequenzen zu er-
reichen, sind hochwertige Ansteuerschal-
tungen erforderlich. Vor allem bei Gerd-
ten der Leistungselektronik, die direkt an
gleichgerichteten Industrienetzen arbei-
ten und bei denen Uberlast oder Last-
kurzschluB auftreten kénnen, sind Trei-
berschaltungen zu konzipieren, die so-
wohl ein optimales Schalten alf auch
einen gréBtmdglichen Schutz der Transi-
storen sicherstellen.
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Bild 27: HBchstzuld3ssiger Arbeitsbereich 5U 377 und SU 379. Rechts: | = Glalch;ttlom: I = rachteckfSr-

mige periodische biw.

Einzelimpulse (r S 0,01},
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Ryp 5 100 Q; IV — periodisches Ausschalten (Uge < 0) Jc/lpg 2 3 Iy = — ln; t S 2 ms
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INl = periodisches Einschalten t 5 0,25 us,




Tafel &: Grenrwerte der Leistungsschalt-
transistoren SU 186 bis SU 188 (giitig flir den

Tafel 6: Greniwerte der Leistungstronsistoren

5U 377 bis SU 380 (glitig flr den
Batrlebstemperaturbersich)

Betrisbstemparaturbereich)

SU 188 SU 187 SU SU 186

186 L

Kollektor-
Basis-Spannung
Ucpo in V 300 250 160 160
Kollektor-Emit-
ter-Sponnung
Ucgo in V 250 200 125 125
Kollektorstrom
Ig in A 20 15 20 15
Kollektor-
spitzeastrom
lew in A 25 20 25 20
Basisstrom
Ig in A 40 4,0 6,0 6,0
Basisspitzen-
strom lgm in A 6,0 6,0 9.0 9,0
negativer Basis-
strom —lg in A 0,1

negativer Bosis-

spitzenstrom

—lgm in A 10
Gesamtverlust-

leistung Py,

in W bel &,

= 25°C 150
Sperrschicht-

temperatur &

in °C 200
Betriebs-

temperatur ¥,

in,°C 125

SU 380 SU 379 SU 378 SU 377

Kollektor-Basis-
Spannung

Ucpo inV 850 800 700 600

Kollektor-Emit-
ter-Spannung

Uggo inV 400 400 400 300
Kollektorstrom

Ic in A 6.0
Kollektor-

spitzenstrom

lem in A 8,0
Basisstrom

Iy in A 2,0
Bosisspitzen-

strom lam in A 4,0
negativer Bosis-

strom — Iy in A 0,1

negativer Bosis-

spitzenstrom

—lgyn in A 2,0
Gesamtverlust-

leistung Prot

in W bei

¥, < 25°C 85
Sperrschicht-

temperatur

in °C 175
Betriebs-

temperatur 4,

in °C 100

Tafel 9: Kannwerts des Darlingtonlalstungs -
transistors SU 111 [#, = 25 °C — 5 K)

Kollektor-Emitter-Reststrom lcps in mA

Tafel 5: Kennwerte der Leistungsschalt-

transistoren SU 186 bis SU 188 (5, =25°C —5K)

SU 188 SU 187 SU
186 L

SU 186

Kollektor-Emit-
ter-Reststrom
lcex in mA bei
Upg = —2V:
Uce = Ueso =10
Kollektor-Emit-
ter-Durchbruch-
spannung
Uipriceo in V
bei I =0,1 A
Emitter-Basis-
Durchbruchspan-
nung Upsmyeso
in V bei

lg = 10 mA
Kollektor-Emit-
ter-Sattigungs-
spannung
Ucenst In V

le =10 A:

lg=125A

lc = B,OA;

Iy =08A

le =15 A;

lgy=15A

le =50 A;

Iy =05A
Basis-Emitter-
Sattigungsspon-
nung Uagsar
in V bei
le = lcaa.

Ili = lBalt
Abfallzeit des
Kollektorstromes
tein us

le = leuat

Ip = 1,25 A;

—lg=25A

lg =08 A:

—ly=16A

s =15A;

—lp=3,0A

Iy =05A;

—ly =1,0A
Innerer Wdrme-
widerstand
Rinse in K/W

=25 Z 20 =125

=15
=16

A

1,5

507
<08

<07

=117

Tafel 7: Kennwerte der Leistungsschait-

transistoren SU 377 bis SU 380 (%, = 25°C — 5K)

SU 380 SU 379 SU 378 SU 377

Kollektor-Emit-
ter-Reststrom
leex in mA
bei Ugy = —2 V;
Uee = Ueao
Kollektor-Emit-
ter-Durchbruch-
spannung
Upriceo in V
bei lo =02 A
Emitter-Basis-
Durchbruch-
spannung
Upnigno in ¥
bei I.. = 10 mA
Kollektor-Emit-,
ter-Séttigungs-
spannung
Ucgsat in V

I = 2,5 A;

Ih=105A
Il =10 A;
lg =02A
Bosis-Emitter-
Séttigungs-
spannung
UNF‘,xal in V

le = leanss

lH = ]Bsut 5 1.3
Abfallzeit des
Kollektorstromes
ty in us
(le = beant)

Iy = 0,5A;

—lp= 10A =08

Iy = 0,2 A;

—g =04 A
innerer Wirme-
widerstand
Rinse in KW

=2 400 = 400 =z 400 2=

n
~
=}

1Y
)
[

1.5 =

=211 €13 =

=08

i

30

A

= 1,76

300

1.5

1.3

=08

Tafel 8: Grenzwerte des Darlingtonleistungs-
transistors SU 111 (gilitig fir den Betriebs-
temperaturbersich)

Kollektor-Basis-Spannung Uepo in V
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgsy in V
Kollektor-Emitter-Sponnung Ucgo in V
Kollektarstrom l¢ in A
Kollektorspitzenstrom Igy in A
Basisstrom lg in A

Basisspitzenstrom lyy in A
Gesamtverlustleistung. Py, in W bei
0( s 2-5 °c

Sperrschichttemperatur #; in °C
Betriebstemperatur #, in °C

450
450
400
w0
15
2,3
5.0

120
175
125

radio fernsehen elektronik

UC‘EI?H Y=

bei Upg = 0; Ucg = 450V <10
Emitter-Basis-Reststrom lgpo in mA
bei I =0; Ugg= —5V < 100
Kollektor-Emitter-Durchbruchsponnung
Uipmyceo in V bei lc=0,1 A = 400
Kallekter-Emitter-Siittigungsspannung
Ucgnat in Vbei lc=T,0A; lg =014 A =18
BasTs-Emitter-Stittigungsspannung
Upgae in V bei Ic=7.0A; Iz =014 A <25
Kollektor-Basis-Stromverhdltnis hng
bei Ucg =50V; lc=30A = 200 |
DurchlaBspannung der Freiloufdiode
UginV bei lp=7A =30 .
innerer Warmewiderstand Renjo In K/W < 1,25
L1}
* W «25°C
i
b
&
2
g ° T
3 rA 254 J'C-f.n
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0 1 .2

IH in 4 —e=
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Leistungsschalttransistoren SU 189, SU 190, SU 186 bis

SU 188, SU 377 bis SU 380 und SU M

Fortsetzung der Haolbleiterinformationen 225 aus Heft 5/1986
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Bild 49: Minimalvarionte rum Schalten von 7 A/
400 ¥ mit dem SU 111
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